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審査結果の要旨
近年の社会の高度情報化に伴い、  磁気記録媒体の超高記録密度化が求め  ら れ てい る 。

本論文は、 多値磁気記録可能なビッ  ト パ タ ー ン ド メ デ ィ アっいて、  その研究成果をま
と め た もので 、全編 5 章か ら成 る 。第 1 章は序論であ り 、 本研究に取 り組む動機 と背景

および目的を述べている 。  第2章では、  FePt単層薄膜およびFePt/Mg0( tnm)/FePt多層

薄膜作製と磁気特性評価を行なった結果を述べ、  特に多層薄膜の t= 3 ̃10nmにおいて

上下磁性層が独立 した磁化反転を行 う こ と を明 ら かに し た 。  第3章では、  FePt単層薄

膜およびFePt/Mg0( tnm ) / F e P t多層薄膜において円形ドッ  ト 配列パタ ーンを作製し 、  磁

気特性評価を行なった結果を述べており 、  ド ッ ト サ イ ズ の減少 よ る保磁力の上昇お よ

びt = 1 0  nmで直径 D = 0 . 3 µ mφにおいて独立した磁化反転を行わせる こ とに成功した

こ と を 明 ら か に し た 。 第 4 章 で は 、 L1o-MnxGa (,oo_x)単層薄膜および円形ドッ トの作製と磁気
特性を検討した結果を述べている 。 D = 1 4 0  nmでは最大保磁力の661kA/mが確認している。

ポストァニール後の消磁されたドットのMFM観察から単磁区臨界粒径は140 nmφと決定し、 これを

もとに交換スティフネス定数A = 1 . 1 X 1 0-l'J / mであることを明らかにした。  この結果は、
多値磁気記録デバイス開発に対する設計指針を与えるものである 。  第5章では、  ao-
MnxGa (,oo_x) /Cr/ D 022-MnxGa(,oo_x)多層薄膜および円形ドッ トの作製と磁気特性評価を行な,つ
た結果を述べ、 D = 0 . 2 llm o以下のド ッ ト サ イズにおける独立磁化反転の可能性を見
出 し て い る 、  第6章は総括である。  以上要するに本論文は、  多値磁気記録可能なFeP t 、

L1o及びD022型MnGa規則合金薄膜の円形ドッ トの作製に成功し、  垂直磁気異方性型多値
記録技術おけ る ビ ッ ト パ ター ンの材料設計指針を明 らかに し た も のであ る 。  こ れ ら の

実験結果は、  応用上ならびに学術的に重要な知見を与える ものであ り 、  電子工学なら

びに材料工学の発展に寄与するものである 。

よ っ て 、 本論文は博士学位論文 と し て合格 と認め る 。

最終試験結果の要旨

平 成 3 0 年 2 月 6 日 、  関係教員出席のも とで最終試験を行つた結果 、

合格 と判定する 。


